
(P) Germanium-pnp-Legierungstransistor GCN2 

Der NF-Transistor GC 112 ist ein legierter Ge-pnp-Flächentransistor in dem 
Gehäuse z TO 18 
Der Einsatz ist vornehmlich in NF-Stufen für Steuer- und Regelungszwecke 
mit größerer Sperrspannung. 
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Kollektorstrom 

Ic < 10 mA (bei Uce(t) = U_ + U, (t) 
U_=6642V 

U, = 90 + 5 Veir 

Stromverstärkungsfaktor in Emitterschaltung 

hz1e = 11...35 bei —Uce = 6 V, —Jc=2 mA 

- © d Wärmewiderstand Rın < 0,43 %v 

Grenzwerte (für 9, = 45°C) 

—Ugß0 = 10V 
—Uces > 80 V (bei Re: = 00) 

Anwendung 
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Meßschaltung 

Bestellbezeichnung für einen Transistor: Transistor GC 112 
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